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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に形成されたゲート配線と、前記ゲート配線と交差され画素領域を定義するデー
タ配線と、
　前記ゲート配線とデータ配線との間に位置する絶縁層と、
　前記ゲート配線とデータ配線との交差地点に隣接するように形成されたスイッチング素
子と、
　前記スイッチング素子に連結されて、前記画素領域に位置する画素電極と、
　前記ゲート配線及びデータ配線のいずれかの第１側面と平行な方向に近接して、前記ゲ
ート配線及びデータ配線のいずれかの内の上層側の配線と重なって、前記ゲート配線及び
データ配線のいずれかの内の下層側の配線と同一層に配置される第１バッファパターンと
を含み、
　前記第１バッファパターンは、前記交差地点の外側から所定の距離離隔された領域に前
記上層側の配線と交差するように形成されたバー状であることを特徴とする液晶表示装置
用アレイ基板。
【請求項２】
　前記第１側面と向かい合う前記ゲート配線及びデータ配線のうちいずれかの第２側面に
位置して、前記ゲート配線及びデータ配線のいずれかの内の上層側の配線と重なる第２バ
ッファパターンをさらに含み、前記第１、第２バッファパターンは、前記ゲート配線及び
データ配線のいずれかの内の下層側の配線と同一層に配置されることを特徴とする請求項
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１に記載の液晶表示装置用アレイ基板。
【請求項３】
　前記第２バッファパターンは、前記ゲート配線及びデータ配線のうちいずれかから延長
されることを特徴とする請求項２に記載の液晶表示装置用アレイ基板。
【請求項４】
　前記第２バッファパターンは、前記スイッチング素子と前記第１バッファパターンより
さらに近いことを特徴とする請求項３に記載の液晶表示装置用アレイ基板。
【請求項５】
　前記第２バッファパターンは、四角形状または三角形状のいずれかであることを特徴と
する請求項３に記載の液晶表示装置用アレイ基板。
【請求項６】
　前記第１、第２バッファパターンと前記ゲート配線及びデータ配線のいずれかは、実質
的に同一平面上にあることを特徴とする請求項２に記載の液晶表示装置用アレイ基板。
【請求項７】
　前記第１、第２バッファパターンと前記ゲート配線及びデータ配線のいずれかは、実質
的に同一物質であることを特徴とする請求項２に記載の液晶表示装置用アレイ基板。
【請求項８】
　前記第１、第２バッファパターンは、前記ゲート配線及びデータ配線のいずれかの中央
部を基準に、対称に配置されることを特徴とする請求項２に記載の液晶表示装置用アレイ
基板。
【請求項９】
　基板上に、ゲート配線及びデータ配線の一方と、前記ゲート配線及びデータ配線の一方
の第１側面と平行な方向に近接して、前記ゲート配線及びデータ配線の交差地点の外側か
ら所定の距離離隔された領域にゲート配線及びデータ配線の他方の配線と交差するように
形成されたバー状である第１バッファパターンを形成する段階と、
　前記ゲート配線及び前記データ配線の一方並びに前記第１バッファパターン上に絶縁層
を形成する段階と、
　前記絶縁層上に、前記ゲート配線及びデータ配線の一方と交差して画素領域を定義し、
前記第１バッファパターンと重なる前記ゲート配線及びデータ配線の他方を形成する段階
と、
　前記ゲート配線及びデータ配線に連結されて、前記ゲート配線及びデータ配線に隣接し
たスイッチング素子を形成する段階と、
　前記スイッチング素子に連結されて、前記画素領域に配置される画素電極を形成する段
階とを含むことを特徴とする液晶表示装置用アレイ基板の製造方法。
【請求項１０】
　前記絶縁層を形成する段階は、前記第１側面と向かい合う位置に、前記ゲート配線及び
データ配線の一方の第２側面に位置する第２バッファパターンを形成して、前記ゲート配
線及びデータ配線の他方は、前記第２バッファパターンと重なる領域において、前記第２
バッファパターン上に前記絶縁層を形成する段階を含むことを特徴とする請求項９に記載
の液晶表示装置用アレイ基板の製造方法。
【請求項１１】
　前記ゲート配線及びデータ配線の一方を形成する段階、前記第１バッファパターンを形
成する段階、前記第２バッファパターンを形成する段階は、前記ゲート配線及びデータ配
線の一方から延長された前記第２バッファパターンを形成する段階を含むことを特徴とす
る請求項１０に記載の液晶表示装置用アレイ基板の製造方法。
【請求項１２】
　前記ゲート配線及びデータ配線の一方を形成する段階、前記第１バッファパターンを形
成する段階、前記第２バッファパターンを形成する段階は、四角形状及び三角形状のいず
れかである前記第２バッファパターンを形成する段階を含むことを特徴とする請求項１１
に記載の液晶表示装置用アレイ基板の製造方法。
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【請求項１３】
　前記ゲート配線及びデータ配線の一方を形成する段階、前記第１バッファパターンを形
成する段階、前記第２バッファパターンを形成する段階は、実質的に同一平面上に位置す
る前記第１、第２バッファパターンと前記ゲート配線及びデータ配線の一方を形成する段
階を含むことを特徴とする請求項１０に記載の液晶表示装置用アレイ基板の製造方法。
【請求項１４】
　前記ゲート配線及びデータ配線の一方を形成する段階、前記第１バッファパターンを形
成する段階、前記第２バッファパターンを形成する段階は、実質的に同一物質で構成され
た前記第１、第２バッファパターンと前記ゲート配線及びデータ配線の一方を形成する段
階を含むことを特徴とする請求項１０に記載の液晶表示装置用アレイ基板の製造方法。
【請求項１５】
　前記ゲート配線及びデータ配線の一方を形成する段階、前記第１バッファパターンを形
成する段階、前記第２バッファパターンを形成する段階は、前記ゲート配線及びデータ配
線の他方の中央部に対称に位置する前記第１、第２バッファパターンを形成する段階を含
むことを特徴とする請求項１０に記載の液晶表示装置用アレイ基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶表示装置に係り、特に、上部の金属配線の下部に位置して、上部の金属
配線と交差する下部の金属配線の段差による上部の金属配線の断線を防ぐ液晶表示装置用
アレイ基板及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般な液晶表示装置は、合着された二つの基板間に位置した液晶の光学的異方性と複屈
折特性を利用して画像を表現する薄型の表示装置である。
【０００３】
　以下、図を参照して、液晶表示装置の一般な構成を説明する。
【０００４】
　図１は、従来による液晶表示装置の概略的な断面図である。
　図１に示したように、液晶表示装置１１は、相互に向かい合って離隔されるように位置
する上部基板５及び下部基板２２と、上部基板５及び下部基板２２間に位置する液晶層１
４を含む。ここで、上部基板５及び下部基板２２は、画素電極Ｐを含む。特に、上部基板
５の画素領域Ｐと下部基板２２の画素領域Ｐは、相互に対応する。
【０００５】
　上部基板５の内部面には、赤色（Ｒ）、緑色（Ｇ）、青色（Ｂ）のサブカラーフィルタ
ー７ａ、７ｂ、７ｃを含むカラーフィルター層７が形成されて、ブラックマトリックス６
は、カラーフィルター層７上に位置する。ここで、赤色、緑色、青色のサブカラーフィル
ター７ａ、７ｂ、７ｃ各々は、画素領域Ｐに位置して、ブラックマトリックス６は、赤色
、緑色、青色のサブカラーフィルター７ａ、７ｂ、７ｃ間の非画素領域(図示せず)に形成
される。また、共通電極は、ブラックマトリックス６とカラーフィルター層７上に形成さ
れる。
【０００６】
　ゲート配線１２は、下部基板２２の内部面に形成される。データ配線２４は、ゲート配
線１２の上部に形成されて、画素領域Ｐを定義するためにゲート配線１２と交差する。
【０００７】
　薄膜トランジスタＴは、ゲート配線１２及びデータ配線２４に連結される。薄膜トラン
ジスタＴは、ゲート配線１２及びデータ配線２４の交差地点に隣接して、薄膜トランジス
タＴは、ゲート電極３０、半導体層３２、ソース電極３４及びドレイン電極３６を含む。
また、画素電極１７は、画素領域Ｐで薄膜トランジスタＴに連結される。
【０００８】



(4) JP 4787147 B2 2011.10.5

10

20

30

40

50

　前述した構成において、液晶層１４は、上部基板５と下部基板２２間に位置して、表面
がラビング処理された配向膜(図示せず)によって初期配列される。
【０００９】
　図面には示してないが、上部基板５と下部基板２２間には、二つの基板間のギャップを
維持するためのコラム(column)スペーサー(図示せず)が多数構成される。
【００１０】
　また、画素電極１７と共通電極１８間に電圧を印加すると、縦方向に電場が発生して、
この電場によって液晶１４が駆動する。これによって、異なる光の透過率によって画像を
表現することができる。
【００１１】
　前述したような構成の液晶表示装置は、特に、アレイ基板を製作する時、工程上の不良
がよく発生する。
【００１２】
　その理由は、アレイ基板は、多数のマスク工程によって製作され、その程度の不良発生
率が大きいために、特に、配線間の交差部分では、上部メタル配線が断線される問題がよ
く発生する。
【００１３】
　これを以下に図を参照して説明する。
【００１４】
　図２は、従来技術による一つの画素領域を基準にしたアレイ基板の概略的な平面図であ
る。
　図２に示したように、一般な液晶表示装置用アレイ基板ＡＳは、透明な絶縁基板５０の
一面にスイッチング素子である薄膜トランジスタＴ、ゲート配線５２、データ配線６２と
画素電極６４が形成される。より詳しくは、基板ＡＳは、画像を表示する最小単位である
多数の画素領域Ｐがマトリックス状に配列され、各画素領域Ｐごとに薄膜トランジスタＴ
が構成される。
【００１５】
　また、薄膜トランジスタＴごとに信号を印加するために、多数のゲート配線５２とデー
タ配線６２が構成される。
【００１６】
　ところが、工程上、薄膜トランジスタＴとゲート配線５２及びデータ配線６２は、同一
な工程によって製作されて、必然に各層が積層する形態で構成される。
【００１７】
　相互に異なる信号を薄膜トランジスタＴに伝達するゲート配線５２とデータ配線６２は
、同一層に構成できず、別途の層に絶縁膜を間に構成して、各々画素領域Ｐの一側と他側
に位置して信号を受け、両配線５２、６２は、交差する部分が存在する。
【００１８】
　このような交差部で、下部のゲート配線５２の段差によって上部のデータ配線６２が断
線される不良がよく発生する。
【００１９】
　以下、図３と図４を参照して説明する。
　図３は、図２のＩＩＩ領域の拡大平面図であって、図４は、図３のＩＶ－ＩＶ線に沿っ
て切断した概略的な断面図である。
　図３と図４に示したように、第１方向にゲート配線５２が構成されて、ゲート配線５２
と交差される第２方向にゲート絶縁膜(図示せず)を間にデータ配線６２が構成される。
【００２０】
　一般的に、ゲート配線５２は、大体２,０００～３,０００Åの厚さを有して、ゲート配
線５２の上部に位置するデータ配線６２は、前述した厚さ値を有するゲート配線５２で側
面の段差を有する。ゲート絶縁膜は、シリコーン窒化膜ＳｉＮＸまたはシリコーン酸化膜
ＳｉＯＸで、一般に構成されて、大体、３,０００～４,０００Åの厚さを有するために、
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ゲート絶縁膜は、ゲート配線５２での段差を補償することができない。その結果、ゲート
配線５２及びデータ配線６２の交差部ＩＩＩで、データ配線６２は、ゲート配線５２での
段差に沿って形成される。
【００２１】
　すなわち、データ配線６２は、ゲート配線５２での側面の段差部ＳＰに沿って形成され
るために、データ配線６２は、蒸着不良またはこれと類似の不良に起因して側面の段差部
ＳＰで簡単に断線される。さらに、データ配線６２をエッチングするためのエッチング液
は、側面の段差部ＳＰで凹部分に溜まることもある。その結果、凹部分で、データ配線６
２は、エッチングされ過ぎて、データ配線６２は、断線されることがある。
【００２２】
　このように、両配線５２、６２が交差する部分で発生する断線の不良は、製品の生産性
を低下すると同時に費用を無駄にする問題になる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２３】
　本発明は、前述したような問題を解決するために案出されており、二つの配線が交差す
る部分で断線の不良が発生しないようにし、製品の生産収率を改善して、費用を節減する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２４】
　前述した目的を達成するために、本発明の第１特徴は、基板上に形成されたゲート配線
と、前記ゲート配線と交差され画素領域を定義するデータ配線と、前記ゲート配線とデー
タ配線との間に位置する絶縁層と、前記ゲート配線とデータ配線との交差地点に隣接する
ように形成されたスイッチング素子と、前記スイッチング素子に連結されて、前記画素領
域に位置する画素電極と、前記ゲート配線及びデータ配線のいずれかの第１側面に位置し
て、前記ゲート配線及びデータ配線のいずれかと重なって、前記ゲート配線及びデータ配
線のいずれかと同一層に配置される第１バッファパターンとを含むことを特徴とする液晶
表示装置用アレイ基板を提供する。
【００２５】
　前記第１側面と向かい合う前記ゲート配線及びデータ配線のうち、いずれかの第２側面
に位置して、前記ゲート配線及びデータ配線のいずれかと重なる第２バッファパターンを
さらに含み、前記第１、第２バッファパターンは、前記ゲート配線及びデータ配線のいず
れかと同一層に配置される。
【００２６】
　前記第１バッファパターンは、前記ゲート配線及びデータ配線のうち、いずれかから離
隔され、平行なバー(bar)状であって、前記第２バッファパターンは、前記ゲート配線及
びデータ配線のうち、いずれかから延長される。
【００２７】
　前記第２バッファパターンは、前記スイッチング素子と前記第１バッファパターンより
さらに近いことを特徴にする。
【００２８】
　前記第２バッファパターンは、四角形状または三角形状のいずれかである。
【００２９】
　前記第１、第２バッファパターンと前記ゲート配線及びデータ配線のいずれかは、実質
的に同一平面上にある。
【００３０】
　前記第１、第２バッファパターンと前記ゲート配線及びデータ配線のいずれかは、実質
的に同一物質であって、前記第１バッファパターンは、前記ゲート配線及びデータ配線の
いずれかの前記第１側面から延長されて、前記第２バッファパターンは、前記ゲート配線
の前記第２側面から延長される。
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【００３１】
　前記第１、第２バッファパターンは、前記ゲート配線及びデータ配線のいずれかの中央
部を基準に、対称に配置される。
【００３２】
　本発明の第２特徴は、基板上に、ゲート配線及びデータ配線と、前記ゲート配線及びデ
ータ配線のいずれかの第１側面に形成される第１バッファパターンを形成する段階と、前
記ゲート配線、前記データ配線、前記第１バッファパターン上に絶縁膜を形成する段階と
、前記絶縁層上に、前記ゲート配線及びデータ配線のいずれかと交差され画素領域を定義
して、前記第１バッファパターンと重なる前記ゲート配線及びデータ配線のいずれかを形
成する段階と、前記ゲート配線及びデータ配線に連結されて、前記ゲート配線及びデータ
配線に隣接したスイッチング素子を形成する段階と、前記スイッチング素子に連結されて
、前記画素領域に配置される画素電極を形成する段階とを含むことを特徴とする液晶表示
装置用アレイ基板の製造方法を提供する。
【００３３】
　前記第１側面と向かい合う位置に、前記ゲート配線及びデータ配線のいずれかの第２側
面に位置する第２バッファパターンを形成して、前記ゲート配線及びデータ配線のいずれ
かは、前記第２バッファパターンと重なるにおいて、前記絶縁層を形成する段階は、前記
第２バッファパターン上に前記絶縁層を形成する段階を含み、前記ゲート配線及びデータ
配線のいずれかを形成する段階、前記第１バッファパターンを形成する段階、前記第２バ
ッファパターンを形成する段階は、前記ゲート配線及びデータ配線のいずれかから離隔さ
れ、平行なバー状であって、前記第１バッファパターンを形成する段階と、前記ゲート配
線及びデータ配線のいずれかから延長された前記第２バッファパターンを形成する段階と
を含む。
【００３４】
　また、前記ゲート配線及びデータ配線のいずれかを形成する段階、前記第１バッファパ
ターンを形成する段階、前記第２バッファパターンを形成する段階は、四角形状及び三角
形状のいずれかである前記第２バッファパターンを形成する段階を含み、実質的に同一平
面上に位置する前記第１、第２バッファパターンと前記ゲート配線及びデータ配線のいず
れかを形成する段階を含む。
【００３５】
　さらに、前記ゲート配線及びデータ配線のいずれかを形成する段階、前記第１バッファ
パターンを形成する段階、前記第２バッファパターンを形成する段階は、実質的に同一物
質で構成された前記第１、第２バッファパターンと前記ゲート配線及びデータ配線のいず
れかを形成する段階を含む。
【００３６】
　前記ゲート配線及びデータ配線のいずれかを形成する段階、前記第１バッファパターン
を形成する段階、前記第２バッファパターンを形成する段階は、前記ゲート配線及びデー
タ配線のいずれかの前記第１側面から延長された前記第１バッファパターンを形成する段
階と、前記ゲート配線及びデータ配線のいずれかの前記第２側面から延長された前記第２
バッファパターンを形成する段階とを含み、前記ゲート配線及びデータ配線のいずれかの
中央部に対称に位置する前記第１、第２バッファパターンを形成する段階を含む。
【００３７】
　本発明の第３特徴は、基板上に位置する第１配線と、前記第１配線上に位置する絶縁層
と、前記絶縁層上に位置して、前記第１配線と交差する第２配線と、前記第１配線の第１
側面に位置して、前記第２配線と重なる第１バッファパターンとを含む表示装置の交差配
線の構造を提供する。
【００３８】
　前記第１側面と向かい合う前記第１配線の第２側面に位置して、前記第２配線と重なる
第２バッファパターンをさらに含み、前記第１、第２バッファパターンは、前記第１配線
と同一層に配置されて、前記第１、第２バッファパターンと前記第１配線は、実質的に同
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一平面上に位置する。
【００３９】
　前記第１、第２バッファパターンと前記第１配線は、実質的に同一物質で構成される。
【００４０】
　前記第１バッファパターンは、前記第１配線に平行であって、一定間隔離隔されたバー
状である。
【００４１】
　前記第２バッファパターンは、前記第１配線から延長されて、前記第２バッファパター
ンは、四角形状及び三角形状のいずれかである。
【００４２】
　前記第１バッファパターンは、前記第１配線の前記第１側面から延長されて、前記第２
バッファパターンは、前記第１配線の前記第２側面から延長される。
【００４３】
　前記第１、第２バッファパターンは、前記第２配線の中心部を基準に、対称に配置され
る。
【００４４】
　以下、添付した図を参照して、本発明による望ましい実施例を説明する。
【発明の効果】
【００４５】
　本発明は、第１及び第２バッファパターンによってデータ配線の断線を防いで液晶パネ
ルの不良率を低下させる。
　従って、生産収率を改善する。
【実施例】
【００４６】
　本発明は、二つの配線の交差部に対応して、下部配線に近接して別途の段差緩和の手段
であるバッファパターンを構成することを特徴とする。
【００４７】
　図５は、本発明の第１実施例によるバッファパターンを含むアレイ基板の二つの金属配
線の交差部の概略的な平面図であって、図６は、本発明の第２実施例によるバッファパタ
ーンを含むアレイ基板の二つの金属配線の交差部の概略的な平面図である。
【００４８】
　図５に示したように、第１金属配線１０２は、第１方向に沿って形成されて、第２金属
配線１１０は、第１方向と交差される第２方向に沿って形成される。 
【００４９】
　図面に示してはないが、絶縁層は、第１金属配線１０２及び第２金属配線１１０間に位
置する。さらに、第１バッファパターン１０６、第２バッファパターン１０８は、第１金
属配線１０２と同一層に形成される。
【００５０】
　ここで、第１バッファパターン１０６は、第１金属配線１０２と離隔されたバー形状で
あって、第１方向に沿って形成される。第２バッファパターン１０８は、第１金属配線１
０２から延長される。例えば、第２バッファパターン１０８は、四角形状である。特に、
第２バッファパターン１０８の大きさは、第２バッファパターン１０８の主要領域が第２
金属配線１１０によって遮られる範囲から選択される。
【００５１】
　また、図６に示したように、第１バッファパターン１５２、第２バッファパターン１５
４は、第２金属配線１６０と重なるように第２方向に沿って第１金属配線１５０から延長
される。例えば、第１バッファパターン１５２は、三角形状であって、第２バッファパタ
ーン１５４は、四角形状である。
【００５２】
　また、第１バッファパターン１５２、第２バッファパターン１５４は、第２金属配線１
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６０の中央部を中心に対称に配置される。しかし、第１金属配線１５０の段差を縮めるた
めに、第１金属配線１５０、第２金属配線１６０は、第２金属配線１６０が第１バッファ
パターン１５２、第２バッファパターン１５４を覆う範囲内で他の位置に配置されること
がある。すなわち、第１バッファパターン１５０、第２バッファパターン１６０各々は、
第１金属配線１５０での段差を縮めるために、多様な形態から選択されることができる。
また、二つのバッファパターンが上記実施例等で利用されたが、数個のバッファパターン
が段差を縮めるために利用されることがある。例えば、単一バッファパターンは、第２金
属配線１６０のいずれかの側面に利用されたり、二つのバッファパターンが第２金属配線
１６０の一側面または両側面に利用されたりする。
【００５３】
　ところが、本発明によるバッファパターンは、第１金属配線、第２金属配線が交差され
る領域で、第２金属配線の方向に第１金属配線が有する両側面に位置するのが本発明の效
果を得るには、最も適切である。
【００５４】
　また、第１バッファパターン１０６及び第２バッファパターン１０８による屈曲は、エ
ッチング溶液が１ヶ所に溜まるのを防ぐために、エッチング液による配線の断線を防ぐ。
【００５５】
　以下、前述したバッファパターンを備えるアレイ基板の構成を説明する。
【００５６】
　図７は、本発明の第１実施例による一つの画素領域を基準に、第１、第２バッファパタ
ーンを含む液晶表示装置用アレイ基板の概略的な平面図であって、図８は、本発明の第２
実施例による一つの画素領域を基準に、第１、第２バッファパターンを含む液晶表示装置
用アレイ基板の概略的な平面図である。
【００５７】
　図７と図８に示したように、基板上にゲート配線２０２が第１方向に形成される。デー
タ配線２２０は、画素領域Ｐを定義するために、第１方向と交差する第２方向に沿って形
成される。図面には示してないが、ゲート絶縁膜は、ゲート配線２０２及びデータ配線２
２０間に介される。また、ゲート電極２０４、半導体層２１４、ソース電極２１６、ドレ
イン電極２１８を含む薄膜トランジスタＴは、ゲート配線２０２及びデータ配線２２０の
交差地点に隣接する。画素領域Ｐで、薄膜トランジスタＴに連結され画素電極２２６が形
成される。さらに、第１バッファパターン、第２バッファパターン(図７の２０６、２０
８または図８の３０６、３０８)は、ゲート配線２０２と同一層に形成される。
【００５８】
　図７において、第１バッファパターン２０６は、第１方向と平行な方向に沿ってゲート
配線２０２と離隔されたバー状である。第２バッファパターン２０８は、第２バッファパ
ターン２０８がデータ配線２２０と重なるように第２方向に沿ってゲート配線２０２から
延長される。
【００５９】
　また、図８において、第１バッファパターン３０６、第２バッファパターン３０８は、
ゲート配線２０２から延長される。ここで、第１バッファパターン３０６、第２バッファ
パターン３０８各々は、相互に向かい合う方向に沿って延長される。特に、第１バッファ
パターン３０６は、三角形状であって、第２バッファパターン３０８は、四角形状である
。しかし、第１バッファパターン３０６、第２バッファパターン３０８の形状は、他の形
状にも変形できる。
【００６０】
　以下、工程図面を参照して、本発明による液晶表示装置用アレイ基板の製造工程を説明
する。
【００６１】
　図９Ａ、図９Ｂ、図９Ｃ及び図９Ｄは、本発明の一実施例の製造工程による図７のＩＸ
－ＩＸ線に沿って切断した液晶表示装置用アレイ基板の概略的な断面図であって、図１０
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Ａ、図１０Ｂ、図１０Ｃ及び図１０Ｄは、本発明の一実施例の製造工程による図７のＸ－
Ｘ線に沿って切断した液晶表示装置用アレイ基板の概略的な断面図である。
【００６２】
　図９Ａ、図１０Ａに示したように、基板２００に画素領域Ｐとスイッチング領域Ｓを定
義して、画素領域Ｐとスイッチング領域Ｓが定義された基板１００上に、導電性金属を蒸
着して第１マスク工程によってパターンし、一方向に延長されて、相互に平行に離隔され
た多数のゲート配線２０２と、ゲート配線２０２の一部またはこれから突出された形状の
ゲート電極２０４をスイッチング領域Ｓに形成する。
【００６３】
　この時、ゲート配線２０２の一側と平行な方向に近接して離隔された領域にバー状の第
１バッファパターン２０６を構成して、第１バッファパターン２０８に対向するゲート配
線２０２の他側から突出延長された第２バッファパターン２０８を構成する。
【００６４】
　第１バッファパターン２０６及び第２バッファパターン２０８は、ゲート配線２０２の
一側と他側から、これとは垂直な方向に全て突出された形状で形成でき、これは、以後形
成されるデータ配線(図示せず)と交差する領域Ｄに位置する。
【００６５】
　尚、突出形状の第２バッファパターン２０８は、四角形状または三角形状で構成するこ
とができて、以外の多様な形状で構成することができる。
【００６６】
　導電性金属でアルミニウムＡｌ、アルミニウム合金ＡｌＮｄ、クロムＣｒ、タングステ
ンＷ、モリブデンＭｏ、チタンＴｉ等がある。
【００６７】
　ゲート配線２０２及びゲート電極２０４と、第１バッファパターン２０６及び第２バッ
ファパターン２０８を形成した基板２００全面に、窒化シリコーンＳｉＮＸと酸化シリコ
ーンＳｉＯ２を含む無機絶縁物質グループのうちから選択された一つまたは一つ以上の物
質を蒸着してゲート絶縁膜２１０を形成する。
【００６８】
　図９Ｂ、図１０Ｂに示したように、ゲート絶縁膜２１０が形成された基板２００全面に
、純粋非晶質シリコーン(ａ-Ｓｉ：Ｈ)と不純物非晶質シリコーン(ｎ+ａ-Ｓｉ：Ｈ)を順
に蒸着してパターニングし、ゲート電極２０４に対応するゲート絶縁膜２１０の上部にア
クティブ層２１４ａとオーミックコンタクト層２１４ｂを形成する。アクティブ層２１４
ａとオーミックコンタクト層２１４ｂは、半導体層２１４を構成する。
【００６９】
　オーミックコンタクト層２１４ｂが形成された基板２００全面に、前述した導電性金属
グループのうちから選択された一つまたはそれ以上の物質を蒸着してパターニングし、オ
ーミックコンタクト層２１４ｂの上部に離隔されたソース電極２１６とドレイン電極２１
８を形成して、ソース電極２１６に連結されゲート配線２０２と交差する方向に延長され
たデータ配線２２０を形成する。
【００７０】
　この時、データ配線２２０は、ゲート配線２０２だけではなく、第１バッファパターン
２０６及び第２バッファパターン２０８の上部にも延長構成される。
【００７１】
　図９Ｃ、図１０Ｃに示したように、ソース電極２１６及びドレイン電極２１８が形成さ
れた基板２００全面に、窒化シリコーンＳｉＮＸと酸化シリコーンＳｉＯ２を含む無機絶
縁物質グループのうちから選択された一つ、または場合によってはベンゾシクロブテンＢ
ＣＢとアクリル系樹脂を含む無機絶縁物質グループのうちから選択された一つまたはそれ
以上の物質を塗布して保護膜２２２を形成する。
【００７２】
　保護膜２２２をパターニングして、ドレイン電極２１８の一部を露出するドレインコン
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タクトホール２２４を形成する。
【００７３】
　図９Ｄ、図１０Ｄに示したように、保護膜２２２が形成された基板２００全面に、イン
ジウムースズーオキサイドＩＴＯとインジウムージンクーオキサイドＩＺＯを含む透明な
導電性金属グループのうちから選択された一つを蒸着してパターニングし、ドレイン電極
２１８と接触しながら画素領域Ｐに形成された画素電極２２６を形成する。
【００７４】
　前述した工程によって、データ配線２２０と交差するゲート配線２０２の一側と他側に
第１バッファパターン２０６と第２バッファパターン２０８を構成して、データ配線２２
０の断線を最小化することができる。
【００７５】
　ところが、本発明は、前述した実施例に限られるのではなく、本発明の趣旨に反しない
限度内で、多様に変更して実施できる。
【００７６】
　一例として、本実施例等では、ゲート配線の段差によるデータ配線の断線の不良を防ぐ
ために、ボトムゲートタイプの薄膜トランジスタ構造を利用しているが、本発明は、どの
ような交差配線の構造にも適用できる。例えば、本発明は、データ配線の段差によるゲー
ト配線の断線の不良を防ぐ薄膜トランジスタの構造にも適用することができる。このよう
な薄膜トランジスタの構造としてトップゲートタイプの薄膜トランジスタの構造がある。
または、下部配線の段差による上部配線の断線の不良を防ぐために、他の交差配線の構造
にも適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００７７】
【図１】従来技術による液晶表示装置の概略的な断面図である。
【図２】従来技術による一つの画素領域を基準にしたアレイ基板の概略的な平面図である
。
【図３】図２のＩＩＩ領域の拡大平面図である。
【図４】図３のＩＶ－ＩＶ線に沿って切断した概略的な断面図である。
【図５】本発明の第１実施例によるバッファパターンを含むアレイ基板の二つの金属配線
の交差部の概略的な平面図である。
【図６】本発明の第２実施例によるバッファパターンを含むアレイ基板の二つの金属配線
の交差部の概略的な平面図である。
【図７】本発明の第１実施例による一つの画素領域を基準に、第１、第２バッファパター
ンを含む液晶表示装置用アレイ基板の概略的な平面図である。
【図８】本発明の第２実施例による一つの画素領域を基準に、第１、第２バッファパター
ンを含む液晶表示装置用アレイ基板の概略的な平面図である。
【図９Ａ】本発明の一実施例の製造工程による図７のＩＸ－ＩＸ線に沿って切断した液晶
表示装置用アレイ基板の概略的な断面図である。
【図９Ｂ】図９Ａに続く製造工程を示す断面図である。
【図９Ｃ】図９Ｂに続く製造工程を示す断面図である。
【図９Ｄ】図９Ｃに続く製造工程を示す断面図である。
【図１０Ａ】本発明の一実施例の製造工程による図７のＸ－Ｘ線に沿って切断した液晶表
示装置用アレイ基板の概略的な断面図である。
【図１０Ｂ】図１０Ａに続く製造工程を示す断面図である。
【図１０Ｃ】図１０Ｂに続く製造工程を示す断面図である。
【図１０Ｄ】図１０Ｃに続く製造工程を示す断面図である。
【符号の説明】
【００７８】
２００：基板                  
２０２：ゲート配線
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２０４：ゲート電極           　
２０６：第１バッファパターン
２０８：第２バッファパターン    
２１４：半導体層
２１６：ソース電極             
２１８：ドレイン電極
２２０：データ配線           　
２２６：画素電極
Ｐ：画素領域

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】 【図８】

【図９Ａ】
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【図９Ｂ】

【図９Ｃ】

【図９Ｄ】

【図１０Ａ】

【図１０Ｂ】

【図１０Ｃ】

【図１０Ｄ】
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